采购需求
标的名称：等离子增强型原子层沉积控制系统
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	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1 
	
	1.主要功能：具有热原子层沉积和等离子体原子层沉积功能

	2 
	
	2.独立进气口，金属前驱体源与氧源分开

	3 
	
	3.可沉积氧化硅、氮化硅、氮化镓、金属等多种材料。

	4 
	
	4.原子层沉积设备至少包含以下配置：1套原子层沉积系统主机；1套ICP等离子体系统；1套双腔反应腔；1套常温液源输送系统；3套加热源管路；2套载气辅助源输送系统；1套臭氧源系统；1套真空系统

	5 
	
	5.设备主机规格
5.1样品载台：≥8英寸，兼容6英寸以下尺寸样品薄膜沉积

	6 
	
	5.2设备漏率≤ 5×10-10 Pa·m3/s；

	7 
	
	5.3控制方式：PLC+触摸屏

	8 
	
	5.4多种沉积模式：快速模式、充分暴露模式和多元掺杂模式
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	6.反应腔系统：
★6.1双腔(反应腔+真空腔)结构，反应腔可拆卸且可完全取出，真空腔体材质为不锈钢；腔门为传输阀标准口，真空腔带可视窗；

	10 
	▲
	[bookmark: OLE_LINK1]▲6.2样品台单独加热，四周辐射加热，室温～500℃，控制精度≤±1 oC；，反应腔系统内外双层加热器设计，真空腔加热温度范围室温～300 oC，控制精度≤±1 oC；

	11 
	
	6.3反应腔采用喷淋气流模式，反应腔与真空腔室之间压力差可调控，避免前驱体源渗透至真空腔；
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	6.4进样方式：样品台电动升降，样品手动转载； 
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	7.前驱体源输送系统
7.1反应源与金属前驱体源单独进入反应腔，避免前驱体源交叉污染；反应源和金属前驱体源主管路均配备压力传感器以检测前驱体源压力；

	14 
	
	7.2配备≥6路前驱体源输送管路，其中加热液源≥3路，常温源≥1路，载气辅助源≥2路；

	15 
	
	7.3前驱体输送管路加热温度≥250 oC，控制精度≤±1 oC；

	16 
	
	7.4常温源：配备ALD专用阀门(响应≤5ms)、源手动阀、不锈钢源瓶(≥50 mL)；

	17 
	
	7.5加热源：配备ALD专用阀门(响应≤5ms)、源手动阀(耐温≥200 ℃)、不锈钢源瓶(≥50 mL)，源瓶温度范围RT-200 oC；

	18 
	★
	★7.6载气辅助源：配备ALD专用阀门(响应≤5ms，最高加热温度≥200℃)、载气脉冲ALD阀门(响应≤5ms，最高加热温度≥200℃)、源手动阀(耐温≥121 ℃)、MFC（量程≥100 sccm)，不锈钢源瓶(≥100 mL)；

	19 
	
	7.7管路及接头均采用316 EP级电解抛光不锈钢材料，所有气体管路连接处采用金属VCR焊接密封；载气管路采用N2或者Ar气体，通过MFC控制；配备惰性气体自清洗系统，在控制界面中可以设置自动清洗的次数。
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	8.臭氧源系统
8.1配备臭氧发生器、MFC(量程≥200 sccm)；

	21 
	▲
	▲8.2臭氧发生器产量≥20 g/h，浓度≥150g/m3；

	22 
	▲
	▲8.3臭氧发生器采用风冷方式，具有尾气处理系统（臭氧破坏器）。无需配备冷却水，尺寸≤510*510*210 mm。
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	9.真空系统：
9.1真空系统由高性能机械泵+分子泵组成，真空泵抽速≥80 m3/h； 
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	▲
	▲9.2配备分子泵后本底真空≤3.75*10-6 Torr
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	9.3真空测量：配备压力传感器，检测范围不小于4*10-4-750Torr;

	26 
	▲
	▲9.4真空抽气管道可以烘烤温度≥150℃，且真空泵前级需配置热阱，温度≥300 oC，精度≤±1℃；
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	10.控制系统
10.1采用PLC+工业触摸屏方式；触摸屏尺寸≥15.6英寸； 
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	10.2等离子体系统与控制界面集成；系统可实现配方编辑、保存、读取等功能；ALD阀门及管路具备自动排空和清洗功能；
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	10.3系统设有管理员界面，可进行温度PID参数自整定、前驱体标签修改等；

	30 
	
	10.4系统可实时监测动力气体压力值、系统压力值、加热状态、阀门开关状态和镀膜进度，当发生异常时触发报警并做出响应，报警日志可进行回看；
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	▲
	11.等离子体源系统
▲11.1电感耦合远程等离子体(ICP)发生器，射频功率≥1000W，等离子体发生腔独立于反应腔室，与反应腔以标准CF100法兰接口连接；等离子源配备喷淋式匀气装置，与样品台距离≥300 mm;

	32 
	
	11.2独立的等离子体工艺气体系统，等离子体工艺气体≥2路，每路均包含MFC控制，可选O2、N2、NH3或H2 ；
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	▲
	▲11.3采用13.56 MHz射频电源，功率10-1000W可调，配备自动射频匹配器，匹配时间≤5秒。
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	12.其他
提供备品备件一套、操作说明书1套；提供反应用铝源和镓源各一套；设备生产过程符合ISO9001质量管理体系认证要求。



